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【57】申請專利範圍
1.　一種垂直擴散金氧半導體電晶體結構，包含：
一基底；

一第一導電型之磊晶複合層；

一閘極結構；及

二第二導電型之主體區域，配置於該磊晶複合層內，且各該主體區域間相隔一預定距離，

其中，該磊晶複合層包含一低摻雜磊晶層及一高摻雜磊晶層，該低摻雜磊晶層配置於該

基底上方，該高摻雜磊晶層以磊晶生長方式連續地配置於該低摻雜磊晶層上方，使該閘

極結構分別部分覆蓋該高摻雜磊晶層及各該主體區域。

2.　如請求項 1所述之垂直擴散金氧半導體電晶體結構，其中該低摻雜磊晶層之一厚度為
10~200微米(µm)，該低摻雜磊晶層之一摻雜濃度為 1013~1016cm-3。

3.　如請求項 1所述之垂直擴散金氧半導體電晶體結構，其中該高摻雜磊晶層之一厚度為
1~10微米(µm)，該高摻雜磊晶層之一摻雜濃度為 1016~1018cm-3。

4.　如請求項 1所述之垂直擴散金氧半導體電晶體結構，其中該磊晶複合層具有磷、砷或銻
摻雜。

5.　如請求項 1所述之垂直擴散金氧半導體電晶體結構，其中各該主體區域包含二第一導電
型源極區及一第二導電型高摻雜區域，該第二導電型高摻雜區域夾置於該二第一導電型

源極區之間。

6.　一種垂直擴散金氧半導體電晶體結構之製造方法，包含：
提供一基底；

提供一第一導電型之磊晶複合層；

提供一閘極結構；及

提供二第二導電型之主體區域，配置於該磊晶複合層內，且各該主體區域間相隔一預定

距離，
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其中，該磊晶複合層包含一低摻雜磊晶層及一高摻雜磊晶層，該低摻雜磊晶層配置於該

基底上方，該高摻雜磊晶層以磊晶生長方式連續地配置於該低摻雜磊晶層上方，使該閘

極結構分別部分覆蓋該高摻雜磊晶層及各該主體區域。

7.　如請求項 6所述之製造方法，其中提供該磊晶複合層包含提供一厚度為 10~200微米
(µm)、一摻雜濃度為 1013~1016cm-3之該低摻雜磊晶層。

8.　如請求項 6所述之製造方法，其中提供該磊晶複合層包含提供一厚度為 1~10微米(µm)、
一摻雜濃度為 1016~1018cm-3之該高摻雜磊晶層。

9.　如請求項 6所述之製造方法，其中提供該磊晶複合層包含摻雜磷、砷或銻。
10.   如請求項 6所述之製造方法，其中提供各該主體區域包含提供二第一導電型源極區及一

第二導電型高摻雜區域，使該第二導電型高摻雜區域夾置於該二第一導電型源極區之間。

圖式簡單說明

圖 1為習知垂直擴散金氧半導體場效電晶體中一單元結構之剖面示意圖；
圖 2至圖 4為本發明一實施態樣中製造垂直擴散金氧半導體場效電晶體之剖面示意圖；及
圖 5為本發明一實施態樣中製造垂直擴散金氧半導體場效電晶體之製程步驟示意圖。
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